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Рис. Характеричтиские кривые потоков прошедшего излучения 
С увеличением температуры нагревательной поверхности характеристи-
ческие кривые имеют тенденцию к расширению и смещению в область 
больших значений евклидовых расстояний. Выделение различий между 
кривым может быть использовано для определения опасности процесса го-
рения. 
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Одним из важных параметров полупроводниковых пластин является по-
верхностная фото-ЭДС. Измерение обычно осуществляется следующим об-
разом: зонд находится над поверхностью исследуемого образца. Область под 
зондом освещается источником света. В исследуемом образце генерируются 
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носители заряда. Следовательно, заряд возникает и в зонде. Измерив вели-
чину этого заряда, определяют поверхностную фото-ЭДС. Существуют не-
сколько подходов к измерению поверхностной фото-ЭДС. 
Измерение поверхностной фото-ЭДС при непрерывном освещении [1]. 
Измерение осуществляется следующим образом: лазерный луч освещает 
область полупроводниковой пластины под зондом. Лазерный луч и зонд од-
новременно непрерывно перемещаются по поверхности исследуемого об-
разца. Результаты измерения усредняются. Недостаток такого метода: ре-
зультат измерения – интегральная оценка поверхностной фото-ЭДС. 
Измерение поверхностной фото-ЭДС импульсным методом [2]. Иссле-
дуемый образец освещается импульсным лазерным излучением. При этом 
измеряется фотоотклик. Недостатками такого метода являются сложность 
формирования короткого прямоугольного импульса светового излучения и 
малое время восстановления носителей заряда в полупроводнике, что отри-
цательно влияет на точность измерений. 
В последнее время требуется определение распределения поверхност-
ной фото-ЭДС по поверхности полупроводниковой пластины [3]. Поэтому 
предложен следующий метод измерения поверхностной фото-ЭДС. 
Исследуемая поверхность освещается модулированным световым излуче-
нием. Модуляция позволяет изменять интенсивность излучения в широком 
диапазоне. Измерение выполняется за несколько периодов модуляции све-
тового излучения. При этом вначале происходит переход в установившийся 
режим работы, а затем – измерение нескольких значений и их усреднение. 
Такой метод измерения позволяет повысить точность измерения по сравне-
нию с приведенными выше методами. 
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